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Fig. 1 Temperature-dependent CL spectra of 
(2

_

01) Si-doped -Ga2O3 single crystal. 
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Fig. 2 Temperature-dependent CL spectra of 
(010) Si-implanted -Ga2O3 single crystal.
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［はじめに］-Ga2O3はバンドギャップ（Eg）が GaN や SiC よりも大きく、単結晶作製も比較的

容易なため、高耐圧、低損失のパワーデバイスを低コスト・低エネルギーで製造できる材料とし

て注目される。本研究では Si ドープがバンド構造や発光特性に及ぼす影響に注目しているが、バ

ンド構造に関しては、これまで上田他による Burstein-Moss シフトの報告[1]と、それに続く山口に

よる第一原理計算の報告[2]があるのみで未解明な点

が多い。また発光特性に関しては、青色発光強度と抵

抗率の相関を見出し、酸素空孔（VO）が青色発光に関

与することを明らかにしてきた[3]。このような背景か

ら、本講演では、Si ドープと Si イオン注入された単

結晶基板の光学的特性を比較した結果を報告する。 

［実験］EFG 法により成長した(2
_

01)面 Si ドープ基板

[4]の有効ドナー濃度(NdNa)は 3101771018 cm-3であ

る。また、FZ 法により成長した(010)面の無添加基板

へ Si+を注入した[5]。ポストアニール後、Si+濃度が

51019 と 11020 cm-3 の 基 板 に 対 し そ れ ぞ れ

NdNa=31019と 41018 cm-3 が得られた。 

［結果と考察］図 1 と図 2 にカソードルミネセンス

（CL）スペクトルを示す。バンド端発光は観測され

ず、3.2~3.6 eV に紫外線発光帯（UVL）が観測された。

これまでの報告[3]と同様に、Si ドープ基板では VOの

形成が抑制されるため 2.8~3.0 eV の青色発光帯は観

測されなかった。図 2 に示すように、Si イオン注入し

た基板には 2.4 eV 付近に緑色発光帯（GL）が観測さ

れた。Si+濃度が 11020 cm-3と過剰に注入された試料

では NdNa=41018 cm-3 と活性化率が著しく低下して

いる[5]ことから、Ga 空孔が関与した深いアクセプタ

ー準位の寄与が示唆される。 
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